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Bild 1: Prinzipieller Aufbau eines Magnet-
drahtspeichers

Bild 2: Magnetisierungsrichtungen im Ma-
gnetdrahtspeicherelement unter den ver-
schiedenen Betriebsbedingungen

Permalloymagnetfilm elektroplattiert ist.
Die Schicht ist ungefihr 0,025 mm dick.
Der Permalloyfilm wird in einem voll-
automatischen, kontinuierlichen Herstel-
lungsverfahren in  Anwesenheit eines

kreisperipheren  Magnetfeldes  aufge-
bracht.
Das Magnetfeld erzeugt in dieser

Schicht eine bleibende Magnetisierung,
deren bevorzugte periphere Richtung
rings um den Magnetdraht herum-
weist. In dem Herstellungsverfahren
wird der Magnetdraht gleichzeitig
einem umfassenden Magnetisierungs-
priifprogramm unterzogen, das seine
spitere einwandfreie Funktion garan-
tiert. Ein Einer- bzw. ein Null-Bit wird
durch die periphere Magnetisierungs-
richtung im Uhrzeigersinn bzw. gegen
den Uhrzeigersinn dargestellt (Bild 2).

Der Lesevorgang

Um eine gespeicherte Information lesen
zu koénnen, sind vertikal zum Magnet-
draht zwei Leseleitungen vorhanden,
die den Magnetdraht wie eine Spule
mit nur einer Windung umfassen.

Wird durch die Leseleitungen ein
Stromimpuls geschickt, so erzeugt die-
ser Leseimpuls in dem Magnetdraht
eine kurzzeitige Magnetisierung in
Richtung des Magnetdrahtes, welche
sich der eingespeicherten Magnetisie-
rung iiberlagert. Das bewirkt eine im-
pulsartige Drehung der eingespeicher-
ten Magnetisierungsrichtung aus ihrer
Ruhelage, wodurch ein positiver bzw.
negativer Signal-Spannungsimpuls indu-
ziert wird.

Eine besondere Eigenschaft der Ma-
gnetschicht bewirkt, dafl nach Ver-
schwinden des Leseimpulses die Magne-
tisierungsrichtung wieder in ihre Null-
Lage zuriickkehrt. Die gespeicherte In-
formation wird “infolgedessen beim Le-
sen nicht zerstort, wie es sonst nor-
malerweise der Fall ist. Ein besonderer

Zyklus zum Wiedereinschreiben der
gelesenen Information eriibrigt sich
damit.
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Der Schreibvorgang

Um eine Information in den Magnet-
drahtspeicher zu schreiben, muf} ein
peripheres Magnetfeld erzeugt werden,
das gentigend stark ist, die periphere
Magnetisierung in die gewiinschte Rich-
tung zu kippen. Das Einschreiben ge-
schieht durch einen  Schreibstrom-

impuls, der durch den Magnetisierungs-
draht geschickt wird. Dessen Magnet-
feld allein ist jedoch nicht stark genug,
um die Magnetisierungsrichtung kippen
zu konnen. Erst ein zusitzliches
Magnetfeld durch einen gleichzeitigen
Stromimpuls in der Leseleitung bewirkt
ein Kippen.

Neue Technologie zum Herstellen von Gallium-

Arsenid-Halbleitern

Die Radio Corporation of America
(RCA) verkiindete dieser Tage, dal3 es
ihr nunmehr gelungen sei, eine neue,
praktisch verwendbare Technologie zum
Herstellen von Gallium-Arsenid-Halblei-
tern zu entwickeln. Damit diirfte die
Halbleitertechnik in ein neues Stadium
eingetreten sein.

Gallium-Arsenid und seine Legierungen
sind kiinstlich hergestellte Substanzen,
die Mikrowellen, Licht und Laserstrah-
len zu emittieren oder zu steuern ver-
mogen.

Nun hat die Erfahrung gelehrt, dal}
jene Technologien, die man beim Her-
stellen von Transistoren und transistor-
dhnlichen Bauelementen aus Germa-
nium- oder Siliziumkristallen (Einlegie-
ren oder Eindiffundieren von genau
dosierten Verunreinigungen) anwendet,
nicht ohne weiteres auf Gallium-Arsenid
und seine Legierungen iibertragbar sind.
Dazu bemerkte Dr. Fred D. Rosi von
RCA: ,Trotz der Erfolge dieser Techni-
ken in der Herstellung von Germanium-
und Siliziumhalbleitern, haben Versuche
wihrend der vergangenen zehn Jahre,
diese Techniken auch auf Gallium-Arse-
nid und seine Legierungen anzuwenden,
entweder  vollstindig  fehlgeschlagen
oder haben sich als unbefriedigend er-
wiesen. Es war also ganz klar eine dritte
Technologie vonnéten, und wir glauben
nun eine solche zur Verfiigung zu
haben.”

Die neue Technologie wurde von Dr.
James J. Tietjen zu dem vervollkomm-
net, was sie jetzt ist. Bei dem neuen
Verfahren wird der Kristall, schon in der
Wachstumsphase dotiert, was ganz #hp-
lich der Frostbildung an einer Fenster-
scheibe vor sich geht. Alle fiir den Auf-
bau des Halbleiters notwendigen Kom-
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ponenten werden getrennt voneinander
in gasférmiger Form vorbereitet. Dann
mischt man die vorbereiteten Gase in
bestimmten, veridnderlichen Proportio-
nen, die sich leicht einstellen lassen, und
leitet das Gemisch {iber einen Einkristall
aus Gallium-Arsenid oder einem seiner
Legierungen. Der Kristall wird bei die-
sem Vorgang etwas kiithler gehalten als
das Gasgemisch, wodurch die Gase auf
der Kristalloberfliche so zu kondensie-
ren beginnen, daf} ihre Atome eine Ver-
lingerung der Kristallstruktur bilden,
dhnlich Ziegelsteinen, die einer noch
nicht fertiggestellten Mauer angefiigt
werden. ,,Auf diese Weise“, erklirte Dr.
Rosi, ,vermeiden wir unbeabsichtigte
Verunreinigungen und andere Imperfek-
tionen im Halbleiter, die bei jenen Her-
stellungstechniken als natiirliche Neben-
produkte auftreten, wo dosierte Mengen
von Verunreinigungen nach dem Her-
stellen des eigentlichen Kristalls nach-
triglich einlegiert oder eindiffundiert
werden.”

Mit der neuen Technologie wurde, nach
Dr. Hillier von RCA, bereits eine Reihe
neuer experimenteller Bauelemente aus
Gallium-Arsenid geschaffen, die man
aus Germanium oder Silizium gar nicht
hiitte aufbauen kénnen. Dazu gehoren
u. a.: der erste Halbleiterlaser, der sicht-
bares Licht bei Raumtemperatur emit-
tiert; ein Mikrowellengenerator, der den
sog. ,Gunn-Effekt® ausnutzt, um sehr
hohe Frequenzen bis zu 40 Milliarden
Hz (gegenwiirtig hochste auf diese
Weise gewonnene Frequenz) zu erzeu-
gen, und die bisher hellsten Elektrolu-
mineszenz- oder ,,Kaltlicht“-Dioden zur
Verwendung in alphanumerischen An-
zeigern und fiir illuminierte Instrumen-
tenfelder. —dt—
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